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論文の内容の要旨

　微細金属配線聞への埋込みおよび平坦性に優れた絶縁膜の形成技術および，低誘電率絶縁膜形成技術の開発が

求められている申で，本研究は，ヘリコン波プラズマ源を用いた高密度プラズマCVD法によるSi○。膜およびSiOF

膜の形成と膜質評価と実用に耐える膜形成を目的としている。先ず，配線間スペースに対するSi02膜の埋め込み

成膜速度の制御性について，CVD装置働の制御パラメータとの関係について検討を行い，プラズマ電力とバイア

ス電力を独立に制御することより，埋め込み性能，電気特性について優れた膜を得ている。次に，低誘電率SiOF

膜の成膜プロセスにおいて，材料ガスであるSiF。ガス流量比と膜特性，原子結合状態および膜構造との関係につ

いて検討を行い，更に，吸湿作用と原子結合状態および膜構造との関係，吸湿作用と膜特性との関係について研

究し，吸湿メカニズムについて検討を行った。その結果，耐吸湿性に優れ，脱離ガスの少ない密着性の優れた低

誘電率SiOF膜を得る技術を開発した。

審査の結果の要旨

　Si集積回路における絶縁膜形成プロセスの研究は学術的研究になじみにくい領域であり，原子レベルまで深く

理解されている部分は少ない。このプロセスは，プラズマ中で起こっている化学反応であり，化学と物理の学際

領域であるといえる。また，企業の研究では，膜形成の機構よりも優れた膜特性が第一に要求されるため学術的

な研究をするためには良い環境であるとは言いにくい。そのような状況のもとで，各種の分析手法を駆使して，原

子結合状態，膜構造，吸湿現象，ガス脱離について解析を行い，それとともに実用に耐える良好なSi○。およびSiOF

膜の形成プロセス技術を開発している点は高く評価できる。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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